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１．概要（Summary） 
ダイヤモンドは、実用化されつつあるSiCを凌駕する物

性値を示し、さらなる低損失・高耐圧・小型化が期待され

ているパワー半導体材料である。実用化を目指す上で、

結晶中に存在する欠陥がどう影響を与えるかを探り、低減

することが重要である。我々は、放射光X線を用いた結晶

欠陥観察を行い、欠陥位置・種類を特定後、各欠陥上に

電極を選択的に形成し、電気特性評価を行っている。特

に私はエピ成長時に、貫通欠陥起因で発生する成長丘

に着目し、プローバーを用いて電気特性評価実験を行い、

キラー欠陥のデバイスへの影響を測定するために、ダイ

ヤモンド SBD (Schottky Barrier Diode) 作製が必要で

ある。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】高速マスクレス露光装置、超高真空

スパッタ装置、多元スパッタ装置、急速赤外線アニール炉 
【実験方法】 
試料を冶具に PMMA を用いて 110℃で 5 分、180℃

で 10 分ベークを行い固定し、多元スパッタ装置で

Ti/Au(20 nm/100 nm)を成膜した。急速赤外線アニール

炉により 450℃で 30 分の合金化処理を行い、オーミック

電極を形成した。表面を同様に冶具に固定し、事前に用

意した座標を元に高速マスクレス露光装置で露光し、超

高真空スパッタ装置を用いて Mo (100 nm)のショットキー

電極を形成した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

オーミック形成後のサンプルを光学顕微鏡で観察した

ものを Fig. 1 に示す。Fig. 2 にショットキー電極形成後

のサンプルを光学顕微鏡で観察したものを示す。今回は、

以前とは違う条件でプロセスを行った。現在、電気特性

評価を本研究室で行っているが、以前のような電極剥が

れが見受けられないことから、今回のプロセスが適切であ

ると考える。これから基板上に存在する各種の欠陥を評

価し、温度特性評価を行いたいと考える。 

 
Fig. 1 OM image of the Ohmic electrode 

 
Fig. 2 OM image of Schottky electrodes 
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